1. Dvigubos injekcijos puslaidininkinis lazeris (DIPL), sudarytas iš dviejų skirtingo laidumo sluoksnių – skylinio (p–) ir elektroninio (n–), sudarančių p–n sandūrą, kurioje yra optinės generacijos – aktyvioji sritis, n– ir p– sluoksnių paviršiuose sumontuoti ominiai kontaktai, atitinkamai katodo Kt ir anodo A, o p–n sandūros darinys padarytas Fabri-Pero optinio rezonatoriaus pavidalu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinės generacijos – aktyvioji sritis padaryta iš savitojo laidumo – i– tipo puslaidininkio ir aktyvioji i– sritis patalpinta tarp dviejų lygiagrečių veidrodžių, sudarančių Fabri-Pero optinį rezonatorių, priešingose aktyviosios i– srities pusėse, nesančiose tarp veidrodžių, suformuoti skirtingo laidumo atitinkami tranzistoriniai n+–p–n ir p+–n–p dariniai, kurių išorinės stipriai legiruotos n+– ir p+– sritys – emiteriai E(n; p) ir vidurinės vidutiniškai stipriai legiruotos p– ir n– sritys – bazės B(p; n) turi po vieną atitinkamą emiterio E(n; p) ir bazės B(p; n) atitinkamus ominius kontaktus E(n; p) ir B(p; n), tranzistoriniuose n+–p–n ir p+–n–p dariniuose atitinkamos kolektorinės n– ir p– sritys suformuotos ant aktyviosios i– srities atitinkamų priešpriešiais esančių paviršių, o aktyviosios i– srities vienas iš laisvų paviršių turi bendrą ominį kontaktą K o.

2. DIPL pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinės generacijos – aktyvioji i– sritis patalpinta tarp p– ir n– sluoksnių, sudarančių su i– sritimi atitinkamas p-i ir n-i sandūras, p– ir n– sluoksniuose suformuotos planarinės konstrukcijos atitinkami tranzistoriniai p+–n–p ir n+–p–n dariniai, kuriuose p+– ir n+– sritys yra emiteriai, atitinkamai Ep ir En, kurie suformuoti atitinkamų p– ir n– sluoksnių paviršiuose, i– srityje priešais tranzistorinius p+–n–p ir n+–p–n darinius suformuotos atitinkamos kolektorinės paslėptos p+– ir n+– sritys, aplink kurias suformuoti atitinkami n+– ir p+– žiedai, atstumas d1 tarp paslėptų p+– ir n+– sričių padarytas mažesnis už krūvininkų mažiausią difuzijos ilgį Ld min > d1 i– srityje ir kartu didesnis už (0,5·Ld min) < d1, atstumas d2 tarp n+– ir p+– žiedų padarytas didesnis už n+-i ir p+-i sandūrų nuskurdintų sričių suminį didžiausią storį d+ max < d2 i– srityje, čia n+-i ir p+-i sandūros yra tarp i– srities ir atitinkamai n+– ir p+– žiedų, atstumas d3 tarp p+–n–p darinio n– bazės Bn sluoksnio ir paslėptos p+– srities ir kartu atstumas d3 tarp n+–p–n darinio p– bazės Bp sluoksnio ir paslėptos n+– srities padaryti mažesni už kolektorinių p-n sandūrų nuskurdintų sričių neutralų storį dpn 0 > d3 atitinkamuose kolektorių p– ir n– srityje, o paslėptų p+– ir n+– sričių atitinkami plotai S(p; n) padaryti didesni už atitinkamų p+– ir n+– emiterių E(p; n) atitinkamus plotus S(Ep; En) < S(p; n).

3. DIPL pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaisas padarytas planarinės (paviršinės) konstrukcijos, kurioje, pavyzdžiui, epitaksinis i– sluoksnis užaugintas ant dielektrinio padėklo ir kartu aušinimo radiatoriaus, i– sluoksnyje per visą jo storį iki padėklo suformuotos dvi lygiagrečios n– ir p– sritys, atitinkamai n– ir p– kolektoriai K(n; p), tarp kurių esanti i– sritis yra optinės generacijos – aktyvioji i– sritis, n– ir p– kolektorių K(n; p) srityse suformuotos atitinkamai p– ir n– sritys, atitinkamai p– ir n– bazės B(p; n), p– ir n– bazių B(p; n) srityse suformuotos atitinkamai n+– ir p+– sritys, atitinkamai n+– ir p+– emiteriai E(n; p), n– ir p– kolektorių, p– ir n– bazių, n+– ir p+– emiterių, bei aktyviosios i– sričių paviršiuose lygiagrečių juostelių pavidalu suformuoti atitinkami metaliniai ominiai kontaktai – išvadai K(n; p), B(p; n), E(n; p) ir Ko, išilgai tarp p– bazės kontakto Bp ir n+– emiterio kontakto En, bei tarp n– bazės kontakto Bn ir p+– emiterio kontakto Ep, padarytos elektrai nelaidžios izoliacinės sritys, pavyzdžiui, išėsdinti grioveliai ir užpildyti, pavyzdžiui, SiO2, izoliuojantys pasyviąją bazės sritį nuo emiterio srities, o izoliuojančių sričių įterpimo gylis padarytas mažesnis už emiterinių sričių įterpimo gylį. 

4. DIPL pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinių kontaktų E(p; n) ir B(n; p) geometrija padaryta lygiagrečių juostelių pavidalo ir jų ilgis atitinka aktyviosios i– srities ilgį, o planariniai tranzistoriniai n+–p–n ir p+–n–p dariniai užima visą aktyviosios i– srities ilgį. 

5. DIPL pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad planariniai tranzistoriniai n+–p–n ir p+–n–p dariniai padaryti N ≥ 1; 2; ... celių pavidalų, išdėstytų išilgai aktyviosios i– srities ilgio l i ir užima visą aktyviosios i– srities ilgį l i, čia celėje esančio tranzistorinio n+–p–n ir p+–n–p darinio emiterio E(n; p) atitinkama n+– ir p+– sritis nuo bazės B(p; n) atitinkamos p+– ir n+– srities izoliuota atitinkamomis elektrai nelaidžiomis izoliacinėmis sritimis, paliekant neizoliuotas atitinkamas emiterio E(n; p) ir bazės B(p; n) sritys, esančias šalia aktyviosios i– srities. 

6. DIPL pagal punktą 1 jungimo grandinė, sudarytoje iš DIPL ir įtampos šaltinio,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bazių išvadai B(p; n) sujungti su bendru išvadu Ko ir kartu su „žeme“ – nulinio potencialo šyna, vienas iš emiterių E(n; p), pavyzdžiui, Ep sujungtas su pirmojo įtampos šaltinio pirmuoju poliumi, o kitas emiteris En sujungtas su papildomo – antrojo įtampos šaltinio pirmuoju poliumi ir šių šaltinių atrieji poliai sujungti su „žeme“. 

7. DIPL pagal punktą 3 jungimo grandinė pagal punktą 6,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vienas kolektorių K(p; n) išvadų, pavyzdžiui, Kp sujungtas su papildomo – trečiojo įtampos šaltinio pirmuoju poliumi, o kitas kolektorius Kn sujungtas su papildomo – ketvirtojo įtampos šaltinio pirmuoju poliumi ir šių šaltinių atrieji poliai sujungti su „žeme“. 
